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公司基本信息
1.企业基础介绍

贵州火影科技有限公司是一家专注于半导体衬底与先进陶瓷基板研发生产企业，
致力于为电子信息、半导体、光电等领域提供高性能的基础材料产品。

2.联系方式汇总

公司官方网址为www.2916.cn

联系电话为13262739223

官方对接微信为siwafer

欢迎行业客户致电咨询洽谈合作

3.企业发展定位

公司聚焦半导体基础材料赛道，依托稳定的生产工艺和质量管控体系，为国内外
客户提供标准化定制化产品，满足不同领域客户的差异化需求。

扫码联系微信



公司产品覆盖硅基材料、陶瓷基板、氧化
物衬底、化合物半导体衬底多个品类，可

一站式满足下游客户多品类材料采购需求，
降低客户采购沟通成本。

既可以提供标准化规格的批量产品，也可
以根据客户特殊需求定制特殊尺寸、特殊
参数的产品，适配科研项目小批量试供与

产业化大批量供货需求。

建立了从原材料入厂到成品出库全流程质
量检测体系，每批次产品都经过参数核验，
保障产品晶向、粗糙度、厚度等核心参数

符合行业标准要求。

配置专业的客户对接与技术支持团队，可
快速响应客户咨询需求，针对客户应用场
景提供产品选型建议，协助客户解决材料

应用环节的相关问题。

54%

24%

企业核心优势

产品品类覆盖优势 工艺质量管控优势

灵活供应能力优势 服务响应优势



应用领域覆盖
1.半导体制造领域

公司各类衬底产品可用于半导体器件制作、功率芯片研发制造等场景，为器件研发
提供合格的基础外延生长载体，满足微电子领域的材料需求。

2.光电通信领域

蓝宝石衬底、窗口片以及化合物衬底产品，可应用于LED芯片制造、光通信器件生
产、光学窗口器件加工等场景，适配光电行业的材料要求。

3.电子封装领域

氮化硅、氧化铝陶瓷基板产品，具备良好的绝缘性与导热性，可用于功率电子封装、
高频模块封装等场景，提升电子器件的散热与绝缘性能。



硅基产品主要用于半导体外延生长、MEMS器件制造、

太阳能电池制备、微纳加工实验等场景，是电子信息

领域应用最广泛的基础半导体材料。

公司当前主营的硅基材料产品包含三大类，分别是单

晶硅片、氧化硅片、氮化硅片，覆盖不同掺杂类型、

不同晶向、不同厚度规格，可满足多场景使用需求。

硅基产品目录

产品品类清单

产品应用方向单晶硅片

氧化硅片

镀金属膜硅片

FZ区熔硅片

绝缘硅片

镀金属膜硅片单晶硅片



单晶硅片参数规格

常规直径包含2英寸、3英寸、4英寸、5英寸、6英寸、

8英寸，可根据客户需求定制特殊非标准直径尺寸，适

配不同规格的工艺设备。

直径规格范围

常规厚度范围在200μm-1000μm之间，科研用薄型

单晶硅片可做到100μm-200μm，具体厚度可根据客

户应用需求进行调整加工。

厚度规格范围

提供<100>、<111>、<110>三种主流晶向选择，

晶向偏离度控制在±0.5°以内，满足不同器件制造对晶

体取向的工艺要求。

晶向可选类型

提供N型掺杂与P型掺杂两种类型，电阻率范围覆盖

0.001Ω·cm-100Ω·cm，可根据客户需求提供特定电

阻率区间的产品。

掺杂类型与电阻率

表面经过抛光处理，粗糙度Ra小于0.5nm，符合半导

体级加工要求，双面抛光与单面抛光均可定制，满足

不同工艺的表面需求。

表面参数要求

单片真空防静电包装，大批量产品采用防静电包装箱

封装，标注清晰的参数信息，便于客户存储与领用，

保障产品存储过程不受污染。

包装供应方式



氧化硅片参数规格

基底采用标准单晶硅

片，直径覆盖2-8英

寸常规规格，晶向可

选<100>、<111>，

掺杂类型与电阻率可

匹配客户需求定制，

基底参数与通用单晶

硅片一致。

基底规格参数

热生长二氧化硅层

厚度范围覆盖

10nm-2000nm，

可根据客户需求制

备特定厚度的氧化

层，厚度偏差控制

在±5%以内，保障

参数一致性。

氧化层厚度范围

氧化层致密均匀，

针孔密度低于每平

方厘米10个，界面

电荷密度控制在

1×10^11/cm^2以

内，符合半导体器

件制作的绝缘层要

求。

氧化层质量指标

氧化后表面保持抛

光状态，粗糙度Ra

控制在0.5nm以内，

可提供单面氧化与

双面氧化两种工艺

选择，适配不同客

户的工艺需求。

表面处理状态

01 02 03 04
支持小批量科研试

样供应与大批量产

业化供应，可根据

客户需求切割成指

定小片尺寸，满足

高校科研团队与产

业化企业的不同需

求。

供应方式
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氮化硅片参数规格

公司氮化硅片采用单晶硅沉积氮化硅工艺制备，可

提供LPCVD与PECVD两种工艺制备的氮化硅层产

品，适配不同客户对薄膜应力的需求。

制备工艺类型

主要应用于半导体绝缘保护层、MEMS结构层、光

电子器件增透膜等场景，稳定的参数可以适配不同

领域的应用要求。

应用适配场景

氮化硅薄膜厚度范围覆盖50nm-1000nm，厚度偏

差控制在±3%以内，可根据客户指定厚度进行定制

生产，保障参数符合设计要求。

薄膜厚度范围

氮化硅薄膜折射率控制在2.0-2.2之间，应力可根据

客户需求调整为张应力或压应力，绝缘性良好，体

电阻率高于1×10^14Ω·cm。

核心性能参数

基底尺寸覆盖2英寸到6英寸常规尺寸，可定制特殊尺寸，也

可将成品切割为指定小片尺寸，满足科研与小批量生产的使

用需求。

基底尺寸规格



1.产品品类清单

公司主营陶瓷基板产品包含两大类，分别是氮化硅陶瓷基板与氧化铝陶瓷基板，均具备优异的
导热与绝缘性能，适配功率电子封装场景需求。

2.核心应用领域

主要应用于新能源汽车功率模块、变频器、IGBT模块、LED热衬底等领域，为高功率电子器件
提供可靠的散热绝缘支撑。

陶瓷基板产品目录
• 氧化铝陶瓷基板
• 氮化硅陶瓷基板



氮化硅陶瓷基板参数

纯度参数

氮化硅纯度高于99.5%，杂质含量低，避免杂质对器件性能
产生影响，保障基板长期使用的稳定性与可靠性。

表面处理参数

表面粗糙度Ra小于0.5μm，平面度控制在0.05mm
以内，可直接进行金属化镀覆处理，适配DPC、
DBA等封装工艺要求。

绝缘力学参数

体积电阻率高于1×10^14Ω·cm，击穿强度高于
15kV/mm，抗弯强度高于700MPa，具备良好的力学强
度与抗热震性能。

常规尺寸规格

常规版型尺寸包含50mm×50mm、100mm×100mm、
110mm×120mm，可根据客户需求切割定制特殊尺寸与形

状，适配不同封装设计要求。

厚度规格范围

常规厚度包含0.25mm、0.32mm、0.5mm、
1.0mm，厚度公差控制在±0.02mm以内，可满

足不同封装结构对基板厚度的要求。

导热性能参数

热导率范围为80W/(m·K)-120W/(m·K)，远高于氧化铝陶
瓷基板，可为高功率器件提供优异的散热性能，降低器件

工作温度。

01 02
03

0405
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氧化铝陶瓷基板参数

提供95%氧化铝与99%氧化铝两种纯度等级的产品，

可根据客户应用场景与成本需求选择对应等级，满足不

同性能要求。

纯度分级

常规版型包含50×50mm、100×100mm，厚

度规格覆盖0.25mm、0.38mm、0.5mm、

0.635mm、1.0mm，可定制特殊尺寸厚度。

常规尺寸厚度

相较于氮化硅陶瓷基板，氧化铝陶瓷基板的成本

更低，适合对散热要求中等、对成本敏感的应用

场景，性价比优势突出。

成本适配优势

表面经过平行研磨抛光处理，粗糙度Ra小于

0.8μm，平面度公差小于0.05%，适合后续金

属化加工，适配厚膜、薄膜电路工艺。

表面加工参数

95氧化铝热导率约24W/(m·K)，99氧化铝热导

率约30W/(m·K)，体积电阻率高于

1×10^14Ω·cm，击穿强度高于12kV/mm，绝

缘性能稳定。

导热绝缘参数

抗弯强度高于350MPa，硬度高，耐磨性能良好，抗热

震性能可以满足常规电子封装场景的使用要求，性能稳

定可靠。

力学性能参数



主要应用方向

蓝宝石衬底主要用于LED芯片、蓝光器件、激

光二极管制造；蓝宝石窗口片主要用于光学窗

口、红外探测设备、高温观测窗等场景。

蓝宝石产品目录

产品品类清单

公司蓝宝石产品包含蓝宝石衬底与蓝

宝石窗口片两大品类，依托稳定的晶

体生长与加工工艺，可为光电、光学

领域提供合格产品。

• 2-12寸蓝宝石单晶衬底

• 蓝宝石管、蓝宝石球

• 蓝宝石窗口片

• 异性蓝宝石

• 蓝宝石表盘

• 支持来样定制、加工



蓝宝石衬底参数规格

供应方式

支持单片科研试样供应与大批量量产供货，可根据客户需求加工
倒角，提供不同精度的定位边，适配不同生产设备要求。

力学热学参数

莫氏硬度为9，仅次于金刚石，机械强度高，热稳定性好，
熔点达到2050℃，可适应高温加工工艺环境，性能稳定。

透过率参数

在400nm-5000nm波段范围内，光透过率高于85%，满足光电
器件对光学透过性能的要求，保障器件出光效率。

尺寸规格范围

常规直径包含2英寸、4英寸、6英寸，厚度常规为430μm、
350μm、200μm，可根据客户需求调整厚度，适配不同外延工艺

要求。

晶向参数

主流提供c向<0001>晶向产品，晶向偏离度控制在±0.2°
以内，也可根据客户特殊需求提供a向、r向等其他晶向的

定制产品。

表面加工参数

采用化学机械抛光工艺，单面抛光，表面粗糙度Ra小于0.1nm，
无划痕、麻点、橘皮等缺陷，符合外延生长的表面要求。



蓝宝石窗口片参数规格

尺寸规格定制 表面加工精度 光学性能参数 性能优势特点

可提供圆形、方形、矩形
等多种形状的窗口片，常
规直径从5mm到100mm，
常规厚度从0.2mm到
3mm，可按客户图纸定
制异形规格。

双面抛光加工，平行度控
制在λ/10以内，平面度控
制在λ/4以内，粗糙度Ra
小于0.2nm，满足光学系
统对加工精度的要求。

在300nm-5000nm波段
透过率大于80%，可根据
客户需求增镀增透膜，提
升特定波段的透过率，适
配不同光学系统需求。

具备良好的耐划伤性、耐
腐蚀性、耐高温性，可在
高温、腐蚀、高压等恶劣
环境下使用，保障光学观
测的稳定性与使用寿命。

01
02

03 04

应用适配场景

可用于高温炉观察窗、
红外探测器窗口、激光
设备窗口、生物医疗检
测设备光学窗口等多个
场景，适配性强。
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1.产品品类清单

公司化合物半导体衬底产品包含两类，分别是磷化铟衬底与砷化镓衬底，均为光
电子与微电子领域的核心基础材料。

2.主要应用方向

磷化铟衬底主要用于光纤通信用激光二极管、高频电子器件制造；砷化镓衬底主
要用于射频器件、红外LED、激光二极管生产制造。

化合物衬底产品目录

磷化铟衬底 锗片 硫系玻璃 氟化钙、氟化镁 砷化镓衬底



磷化铟衬底参数规格

尺寸晶向参数

掺杂类型参数

厚度与公差

表面加工参数

• 常规提供2英寸、3
英寸直径产品，晶向
为 <100> ， 晶 向 偏
离度控制在±0.5°以
内，可根据客户需求
提供偏特定角度的晶
向产品。

• 提供半绝缘Fe掺杂
与N型S掺杂两种类
型，半绝缘型衬底电
阻 率 高 于
1×10^7Ω·cm ， N
型掺杂电阻率范围为
0.0005Ω·cm-
0.002Ω·cm。

• 常规厚度为350μm、
500μm，厚 度 公 差
控制在±25μm以内，
可根据客户需求减薄
加工到目标厚度，适
配不同工艺要求。

• 双面抛光，表面粗糙
度 Ra 小 于 0.2nm ，
无位错暴露、划痕、
云雾等缺陷，结晶质
量良好，适合外延生
长工艺要求。

结晶质量参数

• 位 错 密 度 低 于
1000cm^-2 ， X 射
线 衍 射 半 峰 宽 小 于
20arcsec ， 结 晶 品
质优异，保障后续外
延层生长质量，满足
高性能器件要求。



常规提供2英寸、3英

寸、4英寸直径产品，

常规厚度为350μm、

500μm、650μm，

可根据客户需求定制

厚度，也可切割为小

片供应。

尺寸规格参数

砷化镓衬底参数规格

提供N型Si掺杂、P型

Zn掺杂、半绝缘Fe掺

杂三种类型，半绝缘

型衬底电阻率高于

1×10^7Ω·cm，可满

足射频器件应用需求。

掺杂类型参数

常规提供<100>晶向，

可提供偏离角度2°、

6°的偏角晶向产品，

晶向偏离度控制在

±0.1°以内，适配不同

外延工艺要求。

晶向参数

位错密度低于

500cm^-2，X射线摇

摆曲线半峰宽小于

15arcsec，双面抛光

后表面粗糙度Ra小于

0.15nm，无表面加工

缺陷。

结晶与表面参数

可应用于微波射频器

件、功率器件、发光

二极管、激光二极管

等多个领域，可提供

科研小批量与产业化

批量供货服务。

适配应用场景



合作服务说明
1.定制化服务支持

针对客户特殊参数、特殊尺寸的产品需求，公司可提供定制化研发生产服务，技术
团队会跟进项目需求，保障产品参数符合客户设计要求。

2.供货周期说明

标准化常规产品一般3-7个工作日即可发货，定制化产品根据产品复杂度，供货周
期为15-30个工作日，可提供加急排产服务。

3.售后保障服务

产品出库前经过严格参数检测，若收到产品后发现参数不符合约定标准，可提供退
换货服务，技术团队可配合客户解决应用环节问题。



联系方式

官方网址：www.2916.cn

联系电话：13262739223

Email：aliyihua@xinkehui.com

欢迎客户随时咨询产品规格与报价信

息。

公司未来将持续投入半导体

基础材料的工艺研发，拓展

大尺寸衬底、更高纯度陶瓷

基板产品品类，提升产品性

能，满足行业不断升级的需

求。

公司秉持开放合作的理念，

期待与科研机构、产业化企

业开展多维度合作，可联合

开发新产品，共同推动半导

体基础材料领域的发展。

官方联系方式 企业发展规划 开放合作理念

感谢您对贵州火影科技有限

公司的关注，我们期待与您

携手共赢，为半导体与电子

信息产业提供高质量的基础

材料产品。

致谢


